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1. 背景 

VCSEL は他のレーザに比べ小型,低消費電力,高速

変調,低しきい値動作などの利点があり,WDMやガス

センシングなど様々な分野に応用される.その中でも

コヒーレント長の長い可変波長光源として生体イメ

ージングへの応用としてOCTへの活用が考えられる

[1].本報告では,可変波長光源として熱光学効果を用

いた波長変調の周波数特性について述べる. 

2. 動作原理 

今回使用したのは InGaAs/GaAs の 1060nm 帯の

VCSEL である.波長可変の方法として,電流を流した

際に活性層で発生する熱による熱光学効果を利用し

て波長をレッドシフトさせることで波長変調を行う
[2]. 

3. 測定結果 

使用した素子の I-L,I-V特性が Fig.1になる.周波数特

性を測定する際,バイアス電圧を印加してオフセット

を加えることで波長掃引を行う.I-V 特性から印加す

るバイアス電圧とオフセットを決める.Fig.2 が掃引

の静特性を示す.(a)はスペクトルを示しており,電流

を増加することでレッドシフトする.(b)は波長と電

圧の関係を示しており,波長掃引の中心をバイアス電

圧として定め,動的掃引を行う.Fig.3 はバイアス電圧

2.5V,オフセットを 1V 印加したときのスペクトルを

示す.波長掃引の周波数が 1.5kHz のときには掃引幅

が 2.5nm 程度あるが周波数を増加させていくにつれ

掃引幅が狭くなっていく.そして 1000kHzまで周波数

を増加させると掃引幅が 0.74nm にまで減少し

た.Fig.4 は周波数を変化させたときの掃引幅の特性

を示している.低周波数のとき掃引幅は 2.5nmほどで

あり,5kHz 付近を境に掃引幅が減少する.カットオフ

周波数の-3dB を指標とすると 100kHz 以下での動作

が期待できる. 

4. 結論 

熱光学効果を用いた波長可変光源の測定を行い,周波

数特性についてまとめた.100kHz 以下では高速変調

光源として利用できるという結果が得られた. 
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Fig.1 Characteristics of VCSEL 

 

Fig.2 Static wavelength tuning 

(a)spectra, (b)V-λcharacteristics 

Fig.3 Average lasing spectra under wavelength tuning 
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